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	1  产品概述
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	10  注意事项
	产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑
	10.1 降额设计
	10.2 产品使用和防护
	10.3 产品焊接
	10.4 产品贮存

	11  可能的失效模式
	12  生产厂信息



